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(54)【発明の名称】 液晶表示素子

(57)【要約】
【課題】    本発明は、ゲート電極とソース／ドレイン
電極との間の寄生容量の変化量を補償して画質を向上さ
せることができる液晶表示素子を提供する。
【解決手段】本発明は、第１補償パターンを有するゲー
ト配線と、前記ゲート配線と交差されるように形成され
て画素領域を定義するデータ配線と、ソース／ドレイン
電極形成のためのフォトエッチング工程時、絶縁膜を間
に置き、前記ゲート配線の所定領域上に形成され第２補
償パターンを有するキャパシタ電極を包含して構成され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１基板上に形成されるとともに一つ以
上の第１補償パターンを有するゲート配線と、
前記ゲート配線と交差されるように形成されるとともに
画素領域を定義するデータ配線と、
絶縁膜を隔てて前記ゲート配線の所定領域上に形成され
るとともに一つ以上の第２補償パターンを有するキャパ
シター電極と、
前記ゲート配線及びデータ配線の交差地点に形成された
ゲート電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トラン
ジスタと、
前記画素領域内に形成される画素電極と、
前記第１基板に対向する第２基板との間に形成された液
晶層を含めて構成されることを特徴とする液晶表示素
子。
【請求項２】  前記キャパシタ電極は前記薄膜トランジ
スタのソース／ドレイン電極と同時に形成されることを
特徴とする請求項１に記載の液晶表示素子。
【請求項３】  前記キャパシタ電極は前記画素電極と電
気的に連結されることを特徴とする請求項３に記載の液
晶表示素子。
【請求項４】  前記キャパシタ電極は前記画素電極と一
体形であることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示
素子。
【請求項５】  前記第１補償パターン及び第２補償パタ
ーンは一部領域が互いにオーバーラップされることを特
徴とする請求項１に記載の液晶表示素子。
【請求項６】  前記薄膜トランジスタは前記画素電極と
電気的に連結されることを特徴とする請求項１に記載の
液晶表示素子。
【請求項７】  前記薄膜トランジスタが“Ｉ”字状のチ
ャネルを有する場合、前記第１、２補償パターンは凹凸
タイプであることを特徴とする請求項１に記載の液晶表
示素子。
【請求項８】  前記第２補償パターンは前記第１補償パ
ターンよりさらに大きい幅の凹凸タイプであることを特
徴とする請求項７に記載の液晶表示素子。
【請求項９】  前記薄膜トランジスタが“Ｌ”字状のチ
ャネルを有する場合、前記第１、２補償パターンは凹凸
タイプであることを特徴とする請求項１に記載の液晶表
示素子。
【請求項１０】前記第２補償パターンは前記第１補償パ
ターンより更に小さい幅の凹凸タイプであることを特徴
とする請求項９に記載の液晶表示素子。
【請求項１１】前記薄膜トランジスタが“Ｕ”字状のチ
ャネルを有する場合、前記第１、２補償パターンは
“Ｕ”字状であることを特徴とする請求項１に記載の液
晶表示素子。
【請求項１２】第１基板上に相互交差配置されて画素領
域を定義するゲート配線及びデータ配線と、 *
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*前記画素領域の所定部位に形成されるとともに一つ以上
の第１補償パターンを有するキャパシタ下部電極と、
絶縁膜を間にして前記キャパシタ下部電極上に形成され
るとともに一つ以上の第２補償パターンを有するキャパ
シタ上部電極と、
前記ゲート配線及びデータ配線の交差地点に形成された
ゲート電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トラン
ジスタと、
前記画素領域に形成されるとともに前記薄膜トランジス
タ及びキャパシタ上部電極と連結される画素電極と、
前記第１基板に対向する第２基板との間に形成された液
晶層を含めて構成されることを特徴とする液晶表示素
子。
【請求項１３】前記キャパシタ下部電極はゲート配線と
平行であることを特徴とする請求項１２に記載の液晶表
示素子。
【請求項１４】前記キャパシタ下部電極は前記ゲート配
線と同時に形成されることを特徴とする請求項１２に記
載の液晶表示素子。
【請求項１５】前記キャパシタ上部電極は前記薄膜トラ
ンジスタのソース／ドレイン電極と同時に形成されるこ
とを特徴とする請求項１２に記載の液晶表示素子。
【請求項１６】前記第１補償パターン及び第２補償パタ
ーンはその一部領域が互いにオーバーラップされること
を特徴とする請求項１２に記載の液晶表示素子。
【請求項１７】前記薄膜トランジスタが“Ｉ”字状のチ
ャネルを有する場合前記第１、２補償パターンは凹凸タ
イプであることを特徴とする請求項１２に記載の液晶表
示素子。
【請求項１８】前記第２補償パターンは前記第１補償パ
ターンよりさらに大きい幅の凹凸タイプであることを特
徴とする請求項１７に記載の液晶表示素子。
【請求項１９】  前記薄膜トランジスタが“Ｌ”字状の
チャネルを有する場合、前記第１、２補償パターンは凹
凸タイプであることを特徴とする請求項１２に記載の液
晶表示素子。
【請求項２０】前記第２補償パターンは前記第１補償パ
ターンよりさらに小さい幅の凹凸タイプであることを特
徴とする請求項１９に記載の液晶表示素子。
【請求項２１】前記薄膜トランジスタが“Ｕ”字状のチ
ャネルを有する場合、前記第１、２補償パターンは
“Ｕ”字状であることを特徴とする請求項１２に記載の
液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子（Ｌ
ＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ  Ｃｒｙｓｔａｌ  Ｄｉｓｐｌａｙ
  Ｄｅｖｉｃｅ）に関するもので、特に、画質を改善す
るための液晶表示素子に関する。
【０００２】
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【従来の技術】最近、平板ディスプレイに対する研究が
盛んであり、そのうち、液晶表示素子はコントラスト比
が大きく階調表示や動画像の表示に適しており、電力消
費が少ないということから、ＣＲＴ(Ｃａｔｈｏｄｅ  
Ｒａｙ  Ｔｕｂｅ)の短所を克服できる代替手段として
次第にその使用領域が拡大されている。
【０００３】このような液晶表示素子は画素電極に電圧
をかけ、かつ遮断するスイッチング素子と、光を透過さ
せる領域として液晶層に信号電圧がかけられる画素電極
と、レベルシフト電圧を小さくし画素情報を維持するた
めのストレージキャパシタを含むアレイ基板と、前記画
素電極との電圧差によって液晶層に電界を形成する共通
電極と、色彩を表現し光を選択的に透過させるカラーフ
ィルタと、液晶配列を制御できない部分に光が入射でき
ないように遮断するためのブラックマトリックスのある
カラーフィルタ基板と、前記アレイ基板とカラーフィル
タ基板の間に形成された液晶層からなる。
【０００４】具体的に、前記ストレージキャパシタは寄
生容量による画質低下の防止のために対応する薄膜トラ
ンジスタのターンオフ区間で液晶キャパシタに充電され
た電圧を維持させる役割を果たしているが、ストレージ
キャパシタ電極を形成する方法によって蓄積容量方式と
付加容量方式とがある。
【０００５】前者の方式はストレージキャパシタ用電極
を別に形成したものであり、後者の方式は（ｎ－１）番
目のゲート配線の一部領域をｎ番目画素のストレージキ
ャパシタ用電極に使用する方式である。このうち、付加
容量方式は別のキャパシタ用配線がないので開口率が大
きく、データ配線とキャパシタ用配線の重なる部分がな
いのでデータ配線の断線が減らして歩留まりが高い。と
ころが、完全なドットーインバージョン(ｄｏｔ－ｉｎ
ｖｅｒｓｉｏｎ)カラムーインバージョンなどが具現さ
れないので相対的に画質が劣る。
【０００６】以下添付の図面を参照して従来技術の液晶
表示素子を以下に説明する。図１は従来技術による液晶
表示素子の平面図であり、図２は画素に対する等価値回
路図である。一般的に付加容量方式の液晶表示素子は第
１基板上に形成されたゲート配線１１と前記ゲート配線
１１を含む前面に形成されたゲート絶縁膜（図示せず）
と前記ゲート配線１１と交差して画素領域を定義するデ
ータ配線１４と、前記データ配線１４と同時に形成さ
れ、前記ゲート配線１１上のゲート絶縁膜の所定領域上
に位置するキャパシタ上部電極１４ｃと、前記ゲート配
線１１とデータ配線１４の交差地点に配置されたスイッ
チング素子と、前記スイッチング素子を含む前面に所定
厚さで形成された保護膜（図示せず）と、第１、２コン
タクトホール１７、１８を介して前記スイッチング素子
及び隣り合っているキャパシタ上部電極１４ｃと連結さ
れるＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ  ｔｉｎ  ｏｘｉｄｅ）材質
の画素電極１９を含むアレイ基板を含む。
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【０００７】この時前記ゲート配線１１の所定領域はキ
ャパシタ下部電極の役割を果たしている。従って、キャ
パシタ上部電極１４ｃと、前記キャパシタ上部電極に対
向するゲート配線１１と前記キャパシタ上部電極１４ｃ
とゲート配線１１の間に形成されたゲート絶縁膜からな
るストレージキャパシタは液晶に充電された電荷を維持
させる。
【０００８】即ち、図２に示すように、ゲート電極Ｇ
と、ソース／ドレイン電極（Ｓ／Ｄ）が重なる部分で寄
生容量のＣｇｓが発生するが、該寄生容量は液晶に与え
られる交流電圧から直流電圧オフセット（ＤＣ  ｖｏｌ
ｔｖａｇｅ  ｏｆｆｓｅｔ）即ち、ΔＶｐを誘発させ
る。かかる直流電圧オフセットは液晶表示素子におい
て、画面のフリッカ(flicker)、イメージ固着（image  
sticking）画面明るさの不均一性などの望ましくない効
果を起こすので、ストレージキャパシタを設計して蓄積
容量のＣｓｔを導入することによってΔＶｐの変化を減
らして画質を改善する。
【０００９】但し、ストレージキャパシタ電極の面積を
大きくすると蓄積容量Ｃｓｔが増加することになるが、
開口率が劣化するので適正水準の面積を維持すべきであ
る。
【００１０】また、フォトエッチング工程の工程誤差に
よってスイッチング素子のゲート電極１１ａとソース／
ドレイン電極１４ａ、１４ｂが重なる面積が設計値より
大きくなることがあるが、これによってＣｇｓが大きく
なって均一なΔＶｐを得ることができなくなる。
【００１１】図２の他の要素について参考のために説明
する。Ｄ．Ｌ（data  line）は陽極性の信号電圧が印加
されるデータ配線１４であり、Ｇ．Ｌ(gate  line)は走
査信号が印加されるゲート配線１１であり、Ｃｌｃは画
素電極と共通電極Ｖｃｏｍと間に蓄積される電荷容量で
あり、Ｃｓｔはゲート配線１１の所定領域とキャパシタ
上部電極１４ｃの間に蓄積される電荷容量である。
【００１２】なお、前記スイッチング素子は前記ゲート
配線１１から分岐されたゲート電極１１ａと、前記ゲー
ト配線１１を含む全面に形成されたゲート絶縁膜（図示
せず）と、前記ゲート電極１１ａ上のゲート絶縁膜上に
形成された独立された島状の半導体層１３と、前記半導
体層１３の両側先端に形成されたソース／ドレイン電極
１４ａ／１４ｂからなり、特に前記半導体層１３として
非晶質シリコンを材料にする非晶質薄膜トランジスタ
（ａ－Ｓｉ：ＴＦＴ）が主流となっている。
【００１３】以上のパターンなどが形成されたアレイ基
板に、ブラックマトリックスとＲ、Ｇ、Ｂのカラーフィ
ルタ層とＩＴＯ材質の共通電極が形成されたカラーフィ
ルタ基板を対向合着し、合着された基板の間の数μｍの
空間に液晶を注入することによって液晶表示素子を完成
する。
【００１４】しかしながら、前記のような従来の液晶表
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示素子は次のような問題があった。寄生容量を制御して
ΔＶｐの変化を減らそうとする努力は続けられている
が、厳密な寸法（ＣＤ）及びフォトエッチング工程にお
ける工程誤差によるゲート電極とソース／ドレイン電極
間の誤整列によって寄生容量の内部偏差が存在すること
になり、これによってパネルのΔＶｐが不均一になる。
【００１５】かかる問題は大画面、大面積素子で更に顕
著となるが、特に画面の明るさが不均一になるか画像の
フリッカー現象が発生して画質が最大に重要な表示素子
の信頼性を大きく低下させる。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来技
術の問題点を解決するためのもので、本発明の目的は寄
生容量の偏差を補償してパネルのΔＶｐを均一に維持さ
せ、これによって画質が向上された液晶表示素子を提供
するものである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の本発明による液晶表示素子は、第１基板上に形成され
るとともに一つ以上の第１補償パターンを有するゲート
配線と、前記ゲート配線と交差されるように形成される
とともに画素領域を定義するデータ配線と、絶縁膜を隔
てて前記ゲート配線の所定領域上に形成され一つ以上の
第２補償パターンを有するキャパシター電極と、前記ゲ
ート配線及びデータ配線の交差地点に形成されたゲート
電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トランジスタ
と、前記画素領域内に形成される画素電極と、前記第１
基板に対向する第２基板との間に形成された液晶層を含
めて構成される。
【００１８】即ち、本発明は薄膜トランジスタのソース
／ドレイン電極形成のためのフォトエッチング工程時、
フォト工程の誤差によって発生する寄生容量の変化分を
補償するために前記ソース／ドレイン電極がシフトされ
た分ほど前記キャパシタ電極もシフトさせる。従っ
て、、ゲート電極とソース／ドレイン電極とがオーバー
ラップされる面積の変化によってゲート配線の第１補償
パターンとキャパシタ電極の第２補償パターンがオーバ
ーラップされる面積が変化して蓄積容量が寄生容量を自
動で補償する。
【００１９】ここで、前記第１、第２補償パターンの形
態は薄膜トランジスタのチャネルの形態によって異な
る。チャネルの形態が“Ｉ”字状又は“Ｌ”字状の場
合、第１、第２補償パターンの形態は凹凸形態であり、
チャネルの形態が“Ｕ”字状の場合、第１、第２補償パ
ターンの形態は“Ｕ”字状である。
【００２０】
【発明の実施の形態】以下、添付の図面を参照して本発
明を更に詳細に説明する。
【００２１】図３は本発明の第１実施形態による液晶表
示素子の平面図であって、付加容量方式の液晶表示素子
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を示す。図３に示すように、本発明の第１実施形態によ
る液晶表示素子は互いに対向するアレイ基板及びカラー
フィルタ基板と、前記二つの基板間に形成された液晶層
からなる。
【００２２】前記カラーフィルタ基板上には光漏れ防止
のためのブラックマトリックスと、色実現のために光を
選択的に透過させるＲ、Ｇ、Ｂのカラーフィルタ層と、
前記カラーフィルタ層上にＩＴＯ材質の共通電極が形成
される。
【００２３】また、前記アレイ基板上には一つ以上の第
１補償パターンを有するゲート配線２１と、前記ゲート
配線２１を含む全面にシリコン窒化物またはシリコン酸
化物などの無機絶縁膜を蒸着して形成されたゲート絶縁
膜（図示せず）と、前記ゲート配線２１と交差して画素
領域を定義するデータ配線２４と、前記ゲート配線２１
とデータ配線２４の交差地点に形成されたゲート電極２
１ａ及びソース／ドレイン電極２４ａ、２４ｂを含む薄
膜トランジスタと、前記データ配線２４及び前記薄膜ト
ランジスタのソース／ドレイン電極２４ａ、２４ｂと同
時に形成され、一つ以上の第２補償パターンを有して前
記ゲート配線２１上のゲート絶縁膜所定領域上に位置す
るキャパシタ上部電極２４ｃと、前記薄膜トランジスタ
を含む全面にＢＣＢ、アクリル樹脂などの有機絶縁膜又
はシリコン酸化物シリコン窒化物などの無機絶縁膜を所
定厚さで蒸着して形成された保護膜（図示せず）と前記
保護膜を選択的に除去して形成された第１、第２コンタ
クトホールを介して前記薄膜トランジスタ及び隣り合っ
ているキャパシタ上部電極２４ｃと連結されるＩＴＯ材
質の画素電極２９が形成されている。
【００２４】ここで、前記薄膜トランジスタは前記ゲー
ト配線２１で分岐されたゲート電極２１ａと、前記ゲー
ト配線２１を含む全面に形成されたゲート絶縁膜（図示
せず）と、前記ゲート電極２１ａ上部のゲート絶縁膜上
に形成された独立の島状の半導体層２３と、前記半導体
層２３の両側先端に形成されたソース／ドレイン電極２
４ａ、２４ｂからなり、前記半導体層２３によって形成
されるチャネルは“Ｉ”字状を有する。
【００２５】前記ゲート配線２１及びデータ配線２４は
アルミニウム（Ａｌ）、銅、タングステン、モリブデ
ン、チタニウム、Ｔａ、Ａｌ合金などの低抵抗の金属を
スパッタリング方法で蒸着した後、フォトリソグラフィ
ー方法でパタニングして形成される。
【００２６】前記のように構成された本発明の液晶表示
素子は、前記ゲート電極２１ａと、ソース／ドレイン電
極２４ａ、２４ｂの重なる部分で発生する寄生容量に寄
因して液晶に充電された電圧の降下を防止するためのス
トレージキャパシタを有する。ストレージキャパシタ
は、キャパシタ下部電極の役割を果たしている前記ゲー
ト配線２１の所定領域と、キャパシタ上部電極２４ｃ
と、前記ゲート配線２１とキャパシタ上部電極２４ｃの
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間の絶縁膜即ち、ゲート絶縁膜からなる。
【００２７】また、フォトエッチング工程でゲート電極
２１ａと、ソース／ドレイン電極２４ａ、２４ｂのアラ
イメント誤差によって増加又は減少する寄生容量を補償
してΔＶｐを均一にするために前記ゲート配線２１とキ
ャパシタ上部電極２４ｃに各々補償パターンを形成す
る。即ち、ゲート電極２１ａとソース／ドレイン電極２
４ａ、２４ｂがオーバーラップされる面積の変化によっ
てゲート配線の第１補償パターンとキャパシタ電極の第
２補償パターンがオーバーラップされる面積が変化す
る。寄生容量の変化量と同様に蓄積容量（ストレージ）
が自動的に変化する。
【００２８】前記第１補償パターンは凹凸を有する形態
であり、第２補償パターンは前記第１補償パターンより
その幅が大きい凹凸を有する形態であり、前記第２補償
パターンは第１補償パターンにその一部がオーバーラッ
プされる。
【００２９】前記第１、２補償パターンの構造は“Ｉ”*
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*字状の薄膜トランジスタにおけるゲート電極２１ａと、
ソース／ドレイン電極２４ａ、２４ｂのオーバーラップ
面積が、それら（２１ａ、２４ａ、２４ｂ）間の左右方
向シフトによるアライメント誤差によって大きく左右さ
れるが垂直方向にシフトによるアライメント誤差によっ
ては大きく変化しないことに鑑みて設計されたものであ
る。
【００３０】また、前記ストレージキャパシタはゲート
配線２１の所定部位とキャパシタの上部電極２４ｃとそ
の間のゲート絶縁膜２２から成り、前記ゲート配線２１
に印加された電圧とデータ配線２４からキャパシタ上部
電極２４ｃに印加された電圧によって前記ストレージキ
ャパシタに電荷が蓄積される。
【００３１】前記寄生容量Ｃｇｓは下記式１における液
晶の電圧降下ΔＶｐに一番大きく影響を及ぼすもので、
パネル特性及び画質特性と非常に密接な関係がある。
【数１】

【００３２】従って、各画素内の寄生容量の変化量が不
規則になると各画素内におけるΔＶｐが変動し、フリッ
カー、残像などの画質の劣化が発生するおそれがある。
このため、各画素内の寄生容量の変化量を補償して全パ
ネルにおけるΔＶｐを均一にするためにゲート配線２１
の所定領域とキャパシタ上部電極２４ｃに各々補償パタ

ーンを備える。前記補償パターンは寄生容量が増加する
とストレージキャパシタの容量を増加させ寄生容量が減
少するとストレージキャパシタの容量を減少させる役割
を果たしているので式２のような式が導かれる。
【数２】

【００３３】参考に、このようにゲート配線２１の一部
領域をストレージキャパシタ用電極に用いる方式を付加
容量方式といい、別のストレージキャパシタ用電極を形
成することなく、工程がより簡素化される。
【００３４】なお、本発明の技術的な特徴はキャパシタ
上部電極２４ｃをコンタクトにて画素電極２９に電気的
に連結させた前記の構造以外にもキャパシタ上部電極３
９ａを画素電極３９と一体に設計した構造にも適用でき
る。
【００３５】即ち、図４に示すように第２実施形態によ
るストレージキャパシタは第１補償パターンを有しなが
らキャパシタ下部電極の役割を行うゲート配線３１と、
前記第１補償パターンに一部がオーバーラップされた第
２補償パターンを有するキャパシタ上部電極３９ａと、
前記ゲート配線３１とキャパシタ上部電極３９ａ間に介
在された絶縁膜（ゲート絶縁膜及び保護膜）を含んで構
成され、寄生容量の変化分だけ蓄積容量を変化させてΔ
Ｖｐを一定に維持させる。
【００３６】この時、前記第１補償パターンは凹凸を有
する形態であり、第２補償パターンは前記第１補償パタ
ーンよりその幅がより大きい凹凸を有する形状である。
通常、補償パターンの個数は図３及び図４に示すように

一つであるが、配線幅の減少による抵抗増加を考慮して
図５の第３実施形態のように、多数の補償パターン５５
を構成してもよい。
【００３７】なお、本発明の技術的な特徴は前記一般的
な“Ｉ”字状のＴＦＴ以外にも“Ｌ”字状、“Ｕ”字状
ＴＦＴに適用できるが、前記“Ｌ”字状、“Ｕ”字状Ｔ
ＦＴはフォトエッチング工程から発生するゲート電極と
ソース／ドレイン電極間のオーバーラップ面積変化を減
らしてフリッカー又は残像現象を抑制するパネル特性を
多く改善した構造である。特に“Ｕ”字状ＴＦＴはフォ
ト工程の誤差による上、下層間のパターン誤整列に基づ
いたΔＶｐ変化を相当部分改善した構造である。
【００３８】しかしながら、前記“Ｌ”字状、“Ｕ”字
状ＴＦＴでもΔＶｐ変化が発生するので本発明の技術的
な特徴を適用して各画素内の寄生容量の変化分だけ蓄積
容量を変化させて全ての画素内のΔＶｐ変化を一定に維
持させる。但し、補償パターンはＴＦＴ内の寄生容量を
補償するためでＴＦＴのチャネル構造によってそのパタ
ーンを異にする。
【００３９】即ち、“Ｌ”字状ＴＦＴでは図６に示すよ
うに、ゲート配線４１に備えられている第１補償パター
ンを凹凸形状にし、キャパシタ上部電極４４ｃに備えら
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9
れた第２補償パターンを第１補償パターンよりその幅が
小さい凹凸形状にし、前記第１補償パターンと第２補償
パターンが一部オーバーラップするようにする。
【００４０】これによって、フォトエッチング工程でソ
ース／ドレイン電極４４ａ、４４ｂが左側にシフトされ
てＣｇｓが増加する場合、ゲート配線４１の第１補償パ
ターンとキャパシタ上部電極４４ｃの第２補償パターン
が互いにオーバーラップされる面積が増加してＣｓｔが
増加する。また、“Ｕ”字状ＴＦＴはゲート配線に備え
られた第１補償パターンをＵ字状にし、キャパシタ上部
電極に備えられた第２補償パターンを前記第１補償パタ
ーンと一部オーバーラップするＵ字状にする。
【００４１】即ち、図７に示すように４５°のチャネル
を有する“Ｕ”字状のＴＦＴはソース／ドレイン電極
（７４ａ／７４ｂ）の左右シフトに対してはＣｇｓ変化
量が僅かであるが、４５°方向に対してはその変化量が
大きいので４５°方向に対して補償するように補償パタ
ーン７５を設計する。本発明の技術的な特徴は４５°方
向のチャネルを有する“Ｕ”字状ＴＦＴ以外にも０°、
９０°方向のチャネルを有する“Ｕ”字状ＴＦＴにも適
用可能である。
【００４２】以上に前述されたストレージキャパシタ構
造はゲート配線をキャパシタ下部電極に活用した付加容
量方式で、本発明の技術的な特徴はキャパシタ下部電極
を別に形成する蓄積容量方式にも適用可能である。
【００４３】図８を参照すると、基板上に形成されたゲ
ート配線８１と、前記ゲート配線８１に平行するライン
形態に形成されるとともに少なくとも一つ以上の第１補
償パターンを有するキャパシタ下部電極８１ｃと、前記
ゲート配線８１に交差配置されて画素領域を定義するデ
ータ配線８４と、前記キャパシタ下部電極８１ｃ上の一
定領域に形成されるとともに少なくとも一つ以上の第２
補償パターンを有するキャパシタ上部電極８４ｃと、前
記ゲート配線８１及びデータ配線８４の交差地点に形成
された薄膜トランジスタと、前記ゲート配線８１及びデ
ータ配線８４の交差地点に形成された薄膜トランジスタ
と、前記薄膜トランジスタを含む全面に形成された保護
膜（未図示）と、前記保護膜を選択的に除去して形成さ
れた第１、第２コンタクトホール８７、８８を介して前
記薄膜トランジスタ及びキャパシタ上部電極８４ｃの各
々に連結された画素電極８９からなる。
【００４４】前記キャパシタ下部電極８１ｃは前記ゲー
ト配線８１と同時に形成され、キャパシタ上部電極８４
ｃは前記データ配線８４及びソース／ドレイン電極８４
ａ／８４ｂと同時に形成され、アルミニウム、銅、タン
グステン、モリブデン、チタニウム、Ａｌ合金などの低
抵抗の金属をスパッタリング方法で蒸着した後、フォト
エッチング方法でパターニングして形成する。
【００４５】ここで、前記キャパシタ下部電極８１ｃ及
びキャパシタ上部電極８４ｃはその間に絶縁膜即ち、ゲ*
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*ート絶縁膜が介在されて液晶に充電された電荷を維持さ
せるストレージキャパシタを形成し、キャパシタ上下部
電極８１ｃ、８４ｃに備えられた第１、第２補償パター
ンは画素内の寄生容量の内部偏差を補償して各画素のΔ
Ｖｐを一定に維持させる。従って、画面のフリッカー、
残像などの不良要素を抑制することができる。
【００４６】又、前記薄膜トランジスタはゲート電極８
１ａ、ゲート絶縁膜、半導体層８３、ソース／ドレイン
電極８４ａ、８４ｂの積層膜からなりゲート電極８１ａ
及びソース／ドレイン電極８４ａ、８４ｂのパターンを
変形してチャネル構造を異にすることによって“Ｉ”字
状ＴＦＴ、“Ｌ”字状ＴＦＴ、“Ｕ”字状ＴＦＴなどで
分けられる。この時、前記補償パターンは前記ＴＦＴの
チャネルのパターンと同一な形態に設計される。
【００４７】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶表示
素子によると、次のような効果がある。第一に、キャパ
シタ電極に補償パターンを備えることによって、寄生容
量の内部偏差を自動補償してパネルにおけるΔＶｐを均
一に維持させることができる。従って、フリッカー、残
像、画面明るさの不均一などの問題を解消して表示素子
の画像品質を向上することができる。第二に、パネルに
おける画像特性及びパネル特性を改善させることによっ
て大画面、大面積の液晶表示素子の画質を向上させるこ
とができる。第三に、画像品質のために改善されたＬ字
状ＴＦＴ、Ｕ字状ＴＦＴによって、完全に解決できなか
った寄生容量の変化分を補償することによって画質低下
を根本的に解決することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術による液晶表示素子の平面図である。
【図２】画素に対する等価回路図である。
【図３】本発明の第１実施形態による液晶表示素子の平
面図である。
【図４】本発明の第２実施形態による液晶表示素子の平
面図である。
【図５】本発明の第３実施形態による液晶表示素子の平
面図である。
【図６】本発明の第４実施形態による液晶表示素子の平
面図である。
【図７】本発明の第５実施形態による液晶表示素子の平
面図である。
【図８】本発明の第６実施形態による液晶表示素子の平
面図である。
【符号の説明】
２１，３１、４１、８１  ゲート配線
２１ａ、８１ａ  ゲート電極
２３、８３  半導体層
２４、８４  データ配線
２４ａ、４４ａ、７４ａ、８４ａ  ソース領域
２４ｂ、４４ｂ、７４ｂ、８４ｂ  ドレイン領域
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２４ｃ、４４ｃ、８４ｃ  キャパシタ上部電極
２７、２８  第１、第２コンタクトホール *

12
*２９、３９、４９、８９  画素電極
５５、７５  補償パターン

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】 【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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